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その結果、チャネル長 6μmの トランジスタで、ゲー トー ドレイン、ソース間のオーバー
ラップ部の幅 0。8μ m、線形領域より評価した電界効果移動度 0。12cm2/vs、しきい電圧 ‐lV



















口頭発表  国際会議発表 4件、大会発表 14件
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